














EVALUATION OF ELECTERICAL AND CRYSTALLIZATION PROPERTIES OF Al DOPED CeO2 THIN FILMS 








Cerium dioxide (CeO2) films doped with Al oxide were deposited on p-type Si (100) wafers by RF magnetron 
sputtering using CeO2 target on which Al plates were bonded. The deposition was carried out in Ar atmosphere with 
and without O2 introduction. The post annealing was performed in an N2 atmosphere in the temperature range from 
200 to 600 °C. The effective dielectric constant was increased by O2 introduction from 9-11 to 13-15 and independent 
of the post-annealing temperature up to 600 °C except at 400 °C where it decreased by 20%. The leakage current laid 
around the order of 10-7 A/cm2 but exceptionally increased by 3 orders of magnitude after the post-annealing at 400 °C. 
The dependence of the leakage current on the post-annealing temperature was not affected by the amount of O2 
introduction. In the XRD spectrum, after annealing at the temperature up to 600 °C, only the traces of CeO2 and 
CeAlO3 were observed, indicating that the deposited film essentially remained amorphous. The electron diffraction 
patterns obtained from high resolution TEM images revealed that some micro crystallized regions were included in the 
film and reduced after annealing at 400 °C. The Al peak in the XPS spectra shifted toward higher binding energies 
with the increase of the annealing temperature and O2 introduction, implying CeAlO3 formation, but no specific 
change was observed in Al chemical state in XPS spectrum for the 400 °C annealed sample. 














子不整合率は 0.35 %と極めて低く Si界面での結晶欠陥発
生が少ないと考えられる。簡単な熱分解を利用した
MOCVD法で形成した CeO2膜の特性については報告され

















 図 1に、本研究で用いた RFマグネトロンスパッタリン
グ装置の概略図を示す。ターゲット材料には CeO2(99.9%)
及び Al(99.99 %)を使用した。図 1に示すように、CeO2焼
結体ターゲット上に Al板を貼り付けた。ターゲットのス
パッタリングエロージョン領域において、CeO2と Al板の
























表 1 堆積条件 
 
堆積圧力                          5.3Pa 
RFパワー                         50W 
カソードサイズ                    Φ4” 
基板温度                          R.T 
スパッタガス                      Ar, O2 
Arガス流量                10, 9.8, 9.5, 9.0 sccm 
O2ガス流量                        0, 0.2, 0.5, 1.0 sccm 





 堆積直後及び窒素雰囲気において 200~600 °Cでアニー
ルした堆積膜の堆積条件別の比誘電率及び I-V特性、酸素







図 2 比誘電率 
 
 






































10-3  O2 introducion





















図 4 酸素導入量 5%時の C-V特性 
 
 














(2) 断面 TEM画像による評価 
 図 6に TEDスポット発現率を示す。これは、断面 TEM






図 6 TEDスポット発現率 
 
(3) XRDによる評価 
 図 7 に堆積直後及びアニール後の各酸素導入量におけ














図 7 XRDスペクトル 
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 図 8 に堆積直後及びアニール後の各酸素導入量におけ
る Al添加 CeO2薄膜の XPS分析より得られた Al-2pスペ
クトルを示す。酸素導入なしの堆積直後のものだけ Al2O3
のピーク位置より少し低エネルギー側にピークが出てい




けた CeAlO3の Ce-Alの結合形成が原因だと考えられる。 
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